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INTRODUCAO

Materiais semicondutores com energia de
banda proibida larga (1,5 a 2,7eV) tém
despertado interesse para serem utilizados
como detectores que operam a temperatura
ambiente para deteccao de raios X e gama.
Atualmente, os detectores semicondutores
disponiveis no mercado, sdo de Ge e Si.
Porém, o uso destes tem sua aplicacao
limitada, devido a sua baixa resistividade a
temperatura  ambiente.  Assim, para
apresentar alta capacidade de resolucédo
necessitam operarem a temperatura
criogénica (77 K)[ 1].

O Hgl, tem emergido como um promissor
cristal para uso como detector de radiacédo
que opera a temperatura ambiente por
apresentar: (a) resistividade alta (10"
Q.cm), (b) densidade alta de 6,2 g/cm?, (c)
energia de banda proibida larga de ~2,13
eV e (d) o numero atbmico alto (ZHg=80 e
Z1=53). No entanto, o Hgl, sofre transicao
de fase estrutural abaixo do seu ponto de
fusdo (259 °C), o que torna o seu
crescimento pela técnica de fusao [1,2]
mais dificil comparado ao de Pbl, (405 °C) e
de TIBr (468 °C), que comumente sao
crescidos pela técnica de fusdo. Para o
crescimento de cristais de Hgl,, as técnicas
mais descritas na literatura sdao a de
“transporte de fase de vapor (PVT)” ou
“evaporacgao de solvente” [1,3].

Neste trabalho foi estabelecida a
metodologia para crescimento do cristal de
Hgl. pela técnica de Transporte Fisico de
Vapor (PVT).

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é o
desenvolvimento da técnica de Transporte
Fisico de Vapor (PVT) para a preparacao

de cristais de Hgl, para sua aplicagcdo como
detector de radiacao.

METODOLOGIA

A técnica de PVT tem como uma propriedade
a sublimagéao do sal de Hgl.

O arranjo experimental para o crescimento dos
cristais, representados na Figura 1, consiste
na utilizacdo de uma chapa quente (f) que
transmite calor para um meio de banho de
6leo de silicone (c), envolto com um isolante
térmico, para evitar a perda de calor. A ampola
(d) foi preenchida com 5g de sal de Hgly, (e)
desumidificada a temperatura de 90°C e
selada, para evitar perda do vapor de Hgl, e
evitar uma provavel contaminagdo no material.
Acima da ampola, ha um fluxo de agua (a) a
temperatura ambiente, para resfriamento,
onde ha a formacao do cristal (b).
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Figura 1 — Esquema do forno de crescimento
de cristais por transporte de vapor.

Com a formagé&o do primeiro cristal, observou-
se que parte do material ficou depositada no
fundo da ampola, sendo em sua maioria
impurezas. ApOs analises do cristal obtido,
bem como do material depositado, o cristal do
primeiro crescimento, composto de sal mais
puro, foi reposicionado em uma nova ampola
para um segundo crescimento, acarretando
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assim em um segundo cristal, com menos
impurezas em relacdo ao primeiro.

RESULTADOS

O cristal crescido pela técnica de PVT
apresentou uma coloracdo avermelhada
mais escura e brilhante, sendo mais
acentuada na regidao externa, como pode
ser observada na Fig. 2.

Cristal clivado

(b)

Cristal crescido (a)

Figura 2: Cristal de Hgl,, crescido por PVT,
na forma original, (a), apds a clivagem (b)

O difratograma obtido pela analise de
difracdo de raios X indica que o cristal esta
orientado preferencialmente nos planos
(001) e (101) com estrutura tetragonal
(Figura 3).
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Figura 3 — Difratograma do cristal de Hgl>
crescido pela técnica de PVT .
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Figura 4 - Espectro de altura de pulso do
detector cristal obtido pela técnica de PVT
purificado.

A Figura 4 apresenta o espectro de altura de
pulso do cristal, crescido duas vezes pela
técnica de PVT, excitado com uma fonte de
radiacdo gama de 59,5 keV do **'Am. Para o
cristal crescido pelo PVT com um crescimento
foi possivel observar a resposta da radiacao
somente no modo corrente

CONCLUSAO

O método de crescimento de cristais de Hgls
por Transporte Fisico de Vapor se mostrou
adequado aos propésitos deste trabalho.

O melhor desempenho obtido para o cristal
crescido duas vezes pela técnica de PVT
comparado com aquele crescido uma vez,
pode ser atribuido a sua melhor pureza.
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